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【序】半導体の発光特性をサブマイクロメートル以下の空間分解能で観測することは、構成元素

や不純物の不均一取り込みに起因する混晶組成の不均一性や電荷分布の不均一性を明らかにした

り、転位など欠陥構造の発生メカニスムを解明する上で重要である。我々は、禁制帯幅の広い半

導体において電子線励起が局所励起手段として有利になることから、フェムト秒レーザ励起背面

入射型光電子銃を試作 1)して走査型電子顕微鏡(SEM)に組み込み、時間空間同時分解カソードルミ

ネッセンス (STRCL)2)装置を構築した。これを用い、GaNの表面欠陥近傍におけるバンド端(NBE)

発光の発光寿命と効率の関係を明らかにし 3)、次に前面入射型光電子銃を開発して高輝度化を行

い 4)、低加速電圧電子線照射による表面近傍の積層欠陥のダイナミクスを明らかにしてきた 5)。一

方、HVPE成長技術の進展は著しく、106 cm-2以下の低転位密度 GaNの成長も実現され 6)、個々の

転位や欠陥構造を個別に観察し、その周囲のダイナミクスを解析することが可能になってきた。 

	 本講演では、HVPE 成長自立 GaN 基板において高空間分解能 STRCL 評価で観測された単一

積層欠陥をスペクトル分解画像により可視化を行うと共に、その近傍における励起子再結合ダイ

ナミクスを議論する。 

【実験及び結果】HVPE成長 GaN基板の単一積層欠陥に注目し、その近傍における低温局所時

間分解カソードルミネッセンス(TRCL)の空間依存性を評価した。自由励起子の再結合と中性ドナ

ー束縛励起子の再結合に起因する複合ピークとみられる発光帯(3.473eV)と I1型 c面積層欠陥に起

因する発光帯(3.41eV)の TRCL 信号を比較すると後者の立ち上がりは積層欠陥からの距離に比例

して遅れる傾向にあり、自由励起子の拡散によって I1型積層欠陥の発光に時間遅延が生じること

がわかる。また、前者の発光寿命は積層欠陥に近づくと短くなることから、I1 型積層欠陥近傍に

中性ドナー原子があると、ドナーから励起子を捕獲する過程のあることが示唆される。講演では

これらの定量的な解析結果を議論する。 
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